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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成26年1月30日(2014.1.30)

【公開番号】特開2013-204052(P2013-204052A)
【公開日】平成25年10月7日(2013.10.7)
【年通号数】公開・登録公報2013-055
【出願番号】特願2012-71328(P2012-71328)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  14/34     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ   5/06     (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/14     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/26     (2006.01)
   Ｂ２１Ｃ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２１Ｃ  23/08     (2006.01)
   Ｂ２１Ｃ  23/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  14/34    　　　Ａ
   Ｃ２２Ｃ   5/06    　　　Ｚ
   Ｃ２２Ｆ   1/14    　　　　
   Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ  33/10    　　　　
   Ｈ０５Ｂ  33/26    　　　Ｚ
   Ｂ２１Ｃ   1/00    　　　Ｌ
   Ｂ２１Ｃ  23/08    　　　Ａ
   Ｂ２１Ｃ  23/00    　　　Ａ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６１２　
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６０４　
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６８１　
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６８２　
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６８３　
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６８５Ｚ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９１Ｂ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９１Ｃ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９２Ｂ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９２Ａ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９４Ａ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９４Ｂ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６１３　

【手続補正書】
【提出日】平成25年12月6日(2013.12.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　銀又は銀に添加成分が固溶した単相の銀合金からなる円筒ターゲットであり、結晶粒が
円筒の中心軸を含む断面において前記中心軸に沿う方向の直径と前記中心軸に直交する方
向の直径との比が０．８～１．２であり、酸素含有量が１００ｐｐｍ以下、非金属介在物
の含有量が２０ｐｐｍ以下であることを特徴とする銀系円筒ターゲット。
【請求項２】
　前記結晶粒の平均粒径が３０μｍ以上４００μｍ以下であり、前記結晶粒の粒径のばら
つきが前記平均粒径の２０％以内であることを特徴とする請求項１記載の銀系円筒ターゲ
ット。
【請求項３】
　銀合金からなり、その添加成分は、Ｍｇ，Ａｌ，Ｚｎ，Ｇａ，Ｐｄ，Ｉｎ，Ｓｎ，Ｓｂ
，Ａｕのうちの少なくとも一つからなることを特徴とする請求項１記載の銀系円筒ターゲ
ット。
【請求項４】
　銀又は銀に添加成分を固溶させた単相の銀合金からなる銀系円筒ターゲットの製造方法
であって、銀又は銀と前記添加成分とを、真空または不活性ガス雰囲気、もしくは大気中
溶解炉を用いて溶湯表面に不活性ガスを吹き付けるか、炭素系固体シール材により溶湯表
面を覆いながら黒鉛るつぼ内で溶解し、その溶湯から鋳塊を得る鋳造工程と、前記鋳塊を
押出比が４以上１５以下となり、押出直後の材料温度が５００℃以上８００℃以下となる
条件で円筒状に押出加工する熱間押出工程と、該熱間押出工程後の円筒体を押出後１０分
以内に２００℃以下の温度まで冷却する冷却工程とを有することを特徴とする銀系円筒タ
ーゲットの製造方法。
【請求項５】
　銀又は銀に添加成分を固溶させた単相の銀合金からなる銀系円筒ターゲットの製造方法
であって、銀又は銀と前記添加成分とを、真空または不活性ガス雰囲気、もしくは大気中
溶解炉を用いて溶湯表面に不活性ガスを吹き付けるか、炭素系固体シール材により溶湯表
面を覆いながら黒鉛るつぼ内で溶解し、その溶湯から鋳塊を得る鋳造工程と、前記鋳塊を
押出比が４以上１５以下となり、押出直後の材料温度が５００℃以上８００℃以下となる
条件で円筒状に押出加工する熱間押出工程と、該熱間押出工程後の円筒体を加工率２０％
以上で引抜加工する冷間引抜工程と、該冷間引抜工程後の円筒体を４５０℃以上６５０℃
以下の温度で保持する熱処理工程とを有することを特徴とする銀系円筒ターゲットの製造
方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　近年、太陽電池やフラットパネルディスプレイなど、大型の電子部品の製造に向けた回
転カソード型のスパッタリング装置が開発され、円筒ターゲットのニーズが高まっている
。
　そのフラットパネルディスプレイの一つとして有機ＥＬ素子を用いたディスプレイがあ
り、この有機ＥＬディスプレイの反射膜としては、アルミニウム系反射膜が用いられるほ
か、ディスプレイパネルの高輝度化や高効率化に有利な銀系反射膜も用いられている。
　この有機ＥＬ素子用の反射膜には、非常に高い平坦性が必要であるが、スパッタ中にマ
イクロアーク放電が発生すると、ターゲット材が局所的に溶融し、溶融物が飛沫となって
パーティクルを発生し基板に到達することによって膜の平坦性を著しく損ない、パネルの
良品率を低下させる。特に大電力を投入する回転カソード型の円筒ターゲットにおいては
、マイクロアークの発生が助長されるため、マイクロアークを発生しにくい円筒ターゲッ
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トが求められる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の銀系円筒ターゲットの製造方法は、銀又は銀に添加成分を固溶させた単相の銀
合金からなる銀系円筒ターゲットの製造方法であって、銀又は銀と前記添加成分とを、真
空または不活性ガス雰囲気、もしくは大気中溶解炉を用いて溶湯表面に不活性ガスを吹き
付けるか、炭素系固体シール材により溶湯表面を覆いながら黒鉛るつぼ内で溶解し、その
溶湯から鋳塊を得る鋳造工程と、前記鋳塊を押出比が４以上１５以下となり、押出直後の
材料温度が５００℃以上８００℃以下となる条件で円筒状に押出加工する熱間押出工程と
、該熱間押出工程後の円筒体を押出後１０分以内に２００℃以下の温度まで冷却する冷却
工程とを有することを特徴とする。
　熱間押出工程により、鋳造組織が破壊され、動的再結晶により微細化される。押出直後
の材料温度が５００℃未満、あるいは押出比が４未満では、再結晶が進まない。押出直後
の材料温度が８００℃を超えると、平均結晶粒径およびそのばらつきが増大する傾向が出
るので好ましくなく、押出比が１５を超える押出加工は押出荷重が増大するため、押出コ
ンテナの耐荷重の制限により現実的な条件ではない。
　そして、その押出加工後１０分以内に２００℃以下の温度まで冷却することにより、結
晶粒の成長を抑制し、微細化した結晶粒の円筒ターゲットを得ることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の銀系円筒ターゲットの製造方法において、銀又は銀に添加成分を固溶させた単
相の銀合金からなる銀系円筒ターゲットの製造方法であって、銀又は銀と前記添加成分と
を、真空または不活性ガス雰囲気、もしくは大気中溶解炉を用いて溶湯表面に不活性ガス
を吹き付けるか、炭素系固体シール材により溶湯表面を覆いながら黒鉛るつぼ内で溶解し
、その溶湯から鋳塊を得る鋳造工程と、前記鋳塊を押出比が４以上１５以下となり、押出
直後の材料温度が５００℃以上８００℃以下となる条件で円筒状に押出加工する熱間押出
工程と、該熱間押出工程後の円筒体を加工率２０％以上で引抜加工する冷間引抜工程と、
該冷間引抜工程後の円筒体を４５０℃以上６５０℃以下の温度で保持する熱処理工程とを
有してもよい。
　冷間引抜工程により円筒ターゲットの寸法精度を高めることができ、その冷間加工によ
り変形した結晶粒をその後の熱処理によって再結晶させて微細化することができ、この製
造方法とすることにより、寸法精度の高い円筒ターゲットを得ることができる。
　加工率が２０％未満の引抜加工では、熱処理後の結晶粒径のばらつきが大きくなり、ス
パッタ時のマイクロアーク放電が増大するので好ましくない。熱処理温度は４５０℃未満
では結晶粒の等方性が低くなり、結晶粒径のばらつきも大きくなる。また、熱処理温度が
６５０℃を超えると、平均結晶粒径が増大する。
　所定時間としては、０．５時間以上２時間以下が好ましく、０．５時間未満では結晶粒
の等方性が低くなり、結晶粒径のばらつきも大きくなり易い。また、２時間を超えると、
平均結晶粒径が増大する傾向となる。
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